U 6516 DG /
UL 6516 DG Statischer (2 k x 8) Bit CMOS RAM
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Eigenschaften Bauform: DIP-24, Plast (Bild 10)

-

CMOS-Technologie,

geringer Leistungsverbrauch, &uBerst geringe Ruheleistung,

bidirektionale Datenein-/-ausgénge,

2 Enable-Signale,

Tristate-Ausgangsstufen,

AdreBlatch, damit nur getakteter Betrieb méglich ist,

TTL-Kompatibilitét aller Anschliisse,

Datenerhalt bis zu einer Betriebsspannung von UCC =9V (Schlafzustand) nur bei
UL 6516 DG,

pinkompatibel zum EPROM-Typ U 2716 C.

Ausgewdihlte Kennwerte

Kurz- 3 ; C o1
Kennwert zeichen MeBbedingung min. | typ. max. Emheltv
Betriebsspannung UCC 4,75 5,25 \
Betriebstemperaturbereich Ta -25 85 o0
Zugriffszeit tCLQV U 6516 DG 15; 150 |. ns
UL 6516 DG 15
tCLQV UL 6516 DG 25 250 ns
Schlafstromaufnahme lecs UL 6516 DG 15; 6 PA
UL 6516 DG 25 '
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Bild 9 (DIP-22, Plast)
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Bild 10 (DIP-24, Plast)




